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1. はじめに 

現在の高温超伝導体磁束量子干渉計（HTS-

SQUID）では、作製が比較的容易であることか

ら、人工の結晶粒界を弱結合とするバイクリス

タル型のジョセフソン接合が多く用いられて

いる。しかし、バイクリスタル SQUID は、冷

却過程の環境磁場や動作中の電磁ノイズの影

響で、HTS 薄膜の粒界周辺に磁束がトラップ

され、低周波数で磁束ノイズが増加するという

課題があった。一方で、磁場侵入長より小さい

狭窄部を弱結合とするナノブリッジ型のジョ

セフソン接合では、磁束がトラップされない。

そこで、本研究では、ガリウム集束イオンビー

ム（Ga-FIB）によりナノブリッジ型 HTS-SQUID

を作製し、ノイズ低減効果の検討を行った。 

2. 実験方法 

パルスレーザー蒸着法を用いて SrTiO3 基板

上に膜厚 50 nm の YBa2Cu3O7-δ（YBCO）を成

膜した。Fig.1 (a) にナノブリッジ SQUID の

SEM 画像を示す。フォトリソグラフィとアル

ゴンイオンミリングにより、幅 4 μmの 2つの

マイクロチャネルと長さ 30 μm×幅 4 μm の

SQUID ホールを形成した。より幅の狭いナノ

ブリッジを形成するため、YBCO マイクロブリ

ッジを Ga-FIB（加速電圧 40 kV）を用いて加工

した。 

3. 実験結果 

照射量 4×1017 ions/cm2のGa-FIB照射で作製

したブリッジ幅 800 nmのナノブリッジ SQUID

は、77 Kで臨界電流 2IC = 5.2 μA、常伝導抵抗

RN/2 = 2.1 Ωを示した。Fig.1 (b) に、ナノブリ

ッジ SQUID の V-Φ特性を示す。作製したナノ

ブリッジ SQUID は、77 Kでサイン波状の V-Φ

特性を示し、SQUID 動作を確認した。 

4. まとめ 

低磁束ノイズのHTS-SQUID作製を目的とし、

膜厚 50 nmのYBCO薄膜をGa-FIBで狭めるこ

とで HTS ナノブリッジ SQUIDを作製した。そ

の結果、77 K でサイン波状の V-Φ 特性を確認

した。今後、ナノブリッジの臨界電流を最適化

して特性改善を進めるとともに、バイクリスタ

ル接合とのノイズ特性の比較を行う。 

 

 
Fig. 1 (a) An SEM image of the nanobridge SQUID. 
(b) V-Φ characteristics of the SQUID with bridge 
width of 800 nm. 
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